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Examen de Electronica Avanzada 1
03/08/2021

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duracion de la prueba: 3 horas.

La prueba es sin material e individual.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1: (36 puntos)

Un disefiador tiene que disefiar el amplificador de la Figura para tener una ganancia vo/vs en banda
pasante de valor G. A los efectos de obtener el mayor ancho de banda posible, desea que dicho ancho
de banda est¢ fijado por la capacidad de carga CL, por tanto asociada al nodo de salida. Suponer que
VDD es tal que todos los transistores operan en saturacion y VBIAS la tension de continua necesaria
para que circule IBIAS por M2.

a) Dar una condicion analitica (en funcion de los parametros de pequena sefial y capacidades
parasitas de los transistores) que sea suficiente para que se cumpla la condicion deseada.

b) Determinar el ancho de M1 (W1) y la corriente IBIAS para tener la ganancia deseada, de forma
que se cumpla la condicion hallada en a). Se podré suponer, siempre que se verifique, que CL >>
Covn.(W1+W2).

¢) Determinar la frecuencia de corte superior del circuito en las condiciones halladas en la parte b).
Datos para todo el problema:

G=-20V/V,CL=2pF, RF=10MQ,Rs =50 Q, L1 =L2=0.25 um, W2 =2 pm, pp.Coxp =

un.Coxn/2,5 = 80 pA/V2, Coxp = Coxn = 10 fF/um?, Covp = Covn = 0,15 fF/um, deltan = deltap = 0,
VAn=VAp=30V.
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Problema 2: (36 puntos)

Para el circuito de la Figura:
a) Identifique cual es la pata no inversora.
b) Calcule la ganancia diferencial.
c) Calcule la resistencia de entrada diferencial del circuito.
d) Determine el rango de entrada en modo comun.

Para las partes a), b) y c) suponer que las tensiones de continua y el modo comiin de v1 y v2 son tales
que todos los transistores trabajan en zona activa

Datos:
Para todos los transistores § =200,V =V _ =07V, Vegsar = Viesar — 0.3V, Va= inf.

VCC =10V, RL =5 kQ, Il =4mA, 12 =3mA, Cdes es un condensador de desacople.
Ambas fuentes necesitan una tension minima de V, =1 V para funcionar correctamente.
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Pregunta : (28 puntos)

a) Para la etapa de potencia de la figura, determinar la maxima eficiencia que seria posible al-
canzar sin distorsion para una sefial de entrada sinusoidal, indicando bajo que condiciones se
alcanzaria esta eficiencia maxima.

b) En el caso particular en que VCC =5V, lo=1A, RL=4 Q, Voutp =3 V (voltaje de pico de
Vout), determinar la potencia entregada a la carga, el rendimiento y la potencia media disipa-
da por cada uno de los transistores Q1, Q2, Q3.

¢) Se implementa el circuito con transistores TIP 41 (se adjuntan datos). Se desea que el circuito
opere con una temperatura ambiente maxima de 40°C cuando se estd en las condiciones de la
parte b).

1. Indicar para cada transistor si se requiere utilizar un disipador, explicando claramente por
qué si o por qué no y qué datos de la hoja de datos utiliza para deducir esto.

ii. Para los transistores que se requiera utilizar un disipador, se desea utilizar el mismo mode-
lo para cada uno de los transistores. Determinar qué condicion debe cumplir su resistencia
térmica disipador — ambiente si se monta de modo que la resistencia térmica disipador —
carcaza del dispositivo (“case”) es 1.2 °C/W.

Datos:
« Todos los transistores son idénticos donde se puede considerar que Vggon = 0.8 V'Y Vg =0
para todos los transistores.
« Ennivel de continua en Vin es Vinpc = 0.8 V
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NPN
TiIP41A

Complementary Silicon Plastic TIP41B*

Power Transistors

*
designed for use in general purpose amplifier and switching applications TI Eﬂd‘lﬂ c
= Collector—Emitter Saturation Vollage —

WioErsat) = 1.5 Vido (Max) @ I = 8.0 Adc TIP42A
+ Caollector—Emitter Sustaining Voltage —
VicEDisus) = 90 Vdc (Min} — TIP414, TIPL24 *
= B0 Wdc [Min} — TIP21B, TIP£28 TIP4ZB
=100 Vdz (Min} — TIPS1C, TIP42C

» High Current Gain — Bandwidth Product Tlp4zc*

fT = 3.0 MHz (Min) & iz = 500 mAdc
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Operating and Siorage Junction Ta Tag —E5to+150 “C
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THERMAL CHARACTERISTICS
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